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１．概要（Summary） 

省エネに向けて、高効率パワー素子開発が急務となっ

ている。Si に代わる新しいパワー素子用材料として、SiC

と GaN が用いられ、既に電子素子の市販化が始まって

いる。GaN素子は高速スイッチングが可能であり、高耐圧

集積回路への応用が期待されている。本プロジェクトでは、

まだ報告のない無極性面 GaNのトランジスタ動作の可能

性を探る。 

今回、CMOSの基盤となる nMOSを試作するため、産

総研 NPF と筑波大学の共用設備を利用して、GaN 

MOSFETを作製した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子ビーム真空蒸着装置 

多目的高速加熱ランプ炉(RTA) 

化合物半導体エッチング装置（ICP-RIE） 

プラズマ CVD薄膜堆積装置(SiN) 

 

【実験方法】 

M 面 GaN 基板上に有機金属気相成長(MOCVD)法

により n 型 GaN を結晶成長した。Ni (50 nm)をハード

マスクとして用い、塩素系RIEによりGaNを 10分間エッ

チングすることで(Cl2/BCl3 = 50/20 sccm, 150 W, 5 Pa, 

~300 nm/min)、素子分離を行った。ソース/ドレイン電極

として、Ti(20 nm) / Al(100 nm) / Ni (10 nm) / Au (50 

nm)を用い、窒素雰囲気 800℃で 30 秒間曝して合金化

した。ゲート酸化膜として SiO2を 20 nm堆積した(350℃, 

250 W, 1分)。ゲート電極として、Ni(30 nm) / Au(50 nm)

を用いた。得られたM面 GaN MOSFETの電気的特性

を評価した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

M面GaN MOSFETの漏れ電流を調べた(Fig. 1)。今

回作製した試料は、素子分離に失敗しており(Fig. 1 (a), 

経路 B)、トランジスタ動作は見られなかった。今後、基板

を介した漏れ電流の低減を図る。 

 

Fig. 1: (a) Device structure of GaN MOSFET and (b) 

Current-voltage characteristics of GaN MOSFET. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・SIP 次世代パワーエレクトロニクス(NEDO)「GaN 縦型

パワーデバイスの基盤技術開発」 

・他の機関の利用：筑波大学 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 


